
EL-1 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2550 เวลา 12:30 น. – 14:30 น. 

หอง : Guilin A 
ประธานกลุมยอย : รศ.ดร. กิตติ ลิขิตอนุรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
เวลา 12:30-12:50 น. เวลา 13:30-13:50 น. EL-01 

ผลกระทบจากพารามิเตอรของทรานซิสเตอรที่มีตอวงจรกรองผานตํ่าแบบ LC ซิมิว
เลชันที่สรางจาก วงจรแปลงอิมพิแดนซคาลบ 
กิติ ลิขิตอนุรักษ   จุฑามาศ สุริยะแสงฉาย 
“บทความนี้ นําเสนอผลของการตรวจสอบผลกระทบของพารามิเตอร ของไบโพลาร
ทรานซิสเตอรท่ีมีตอการตอบสนองทางความถ่ีของวงจร กรองผานต่ําแบบ LC ซิมิวเลชันท่ี
สรางจากวงจรไจเรเตอรหลายพอรตซ่ึง  ทําจากวงจรแปลงอิมพิแดนซคาลบ(NIC)ใน
เอกสารอางอิง [1] วิธีการ ตรวจสอบนั้น ไดทําโดยการปรับเปลี่ยนคาของพารามิเตอรแตละตัว 
และ ทําการทดสอบผลกระทบโดยใชโปรแกรม PSpice ผลของการทดสอบ ทําใหทราบวา
พารามิเตอรแตละตัวมีผลกระทบตอการตอบสนองของวง จรกรองอยางไร  จากการ
ประมวลผลของการทดสอบ เราสามารถเลือกกํา หนดคาท่ีเหมาะสมของพารามิเตอรท่ีทําให
วงจรกรองใหการตอบสนอง ใกลเคียงกับผลในทางทฤษฎี พารามิเตอรท่ีเลือกใชในท่ีนี้ ได
กําหนดให มีคาอยูภายในขอบเขตของความเปนจริงในกรณีท่ีสรางวงจรกรองนี้บน ชิพวงจร
รวมแบบโมโนลิธิก ซ่ึงคาเหลานี้สามารถนําไปใชเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดเงื่อนไขใน
ขบวนการผลิตวงจรรวม.” 

 
ES-02 เวลา 12:50-13:10 น. 
ผลของกระแสรวมตัวพาหะบริเวณรอยตอ อิมิตเตอร-เบส ของ InP/InGaAs SHBTs 
ที่มีตอแบบจําลองสัญญาณขนาดใหญ สําหรับ SPICE 
สุชาติ โอษคลัง  จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์  
“แบบจําลองภายในของ InP/InGaAs SHBTs ชนิดรอยตอแบบฉับพลันและบริเวณเบสแบบ
สมํ่าเสมอ สําหรับ SPICE ไดถูกปรับปรุงใหมีความถูกตองมากข้ึนโดยการรวมกระแสรวมตัว
ของพาหะ บริเวณเขตปลอดพาหะของรอยตออิมิตเตอร-เบส  เขากับแบบจําลองเดิม
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกระแสคอลเลคเตอรและแรงดันระหวางข้ัวคอลเลคเตอร
และอิมิตเตอร ท่ีไดจากการจําลองกอนและหลังปรับปรุงกับผลการวัดจริงนั้นพบวา ผลท่ีได
จากการจําลองหลังปรับปรุงนั้นใหคาท่ีไดใกลเคียงกวากอนปรับปรุง โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงท่ี
ทรานซิสเตอรทํางานในชวงการไบแอสคาต่ําๆ  ซ่ึงคาเบ่ียงเบนของกระแสคอลเลคเตอรของ
แบบจําลองกอนและหลังการปรับปรุง ท่ีกระแสเบส 50 ไมโครแอมป คาเบ่ียงเบนลดลงจาก 
20% เปน 10% หลังจากการปรับปรุงแบบจําลองโดยการรวมผลของกระแสท่ีเกิดข้ึนบริเวณ
รอยตออันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของพาหะ” 
 

EL-03 เวลา 13:10-13:30 น. 
วงจรคูณคาความจุไฟฟาแบบลอยตัวโดยใชทรานซิสเตอรมอสเฟต 
กมล คําลือมี  ประจวบ ปวรางกูร 
“บทความนี้นําเสนอวงจรคูณคาความจุไฟฟาแบบลอยตัวท่ีสามารถปรับเปลี่ยนคาความจุไฟฟา
ของวงจรไดโดยการควบคุมท่ีคากระแสไฟตรงท่ีอยูภายในวงจร วงจรท่ีนําเสนอนี้ใชไฟเลี้ยง  
±1.5 V และสามารถปรับคาตัวคูณความจุไฟฟาไดในชวง 0.5 ถึง 3 เทา อีกท้ังยังสรางข้ึนโดย
ใชทรานซิสเตอรมอสเฟตเปนอุปกรณหลัก จึงทําใหเกิดความเหมาะสมสําหรับการนําไปสราง
ในรูปแบบของวงจรรวม (IC) ดวย” 

EL-04 
การออกแบบวงจรบวกแรงดันทางเวกเตอรดวยซีมอสโดยใชแหลงจายไฟเล้ียง ±1.5 โวลต 
ชัยวัฒน สากุล  ขจรศักดิ์ พงศธนา 
“บทความนี้นําเสนอวงจรบวกแรงดันทางเวกเตอรโดยใชซีมอส ซ่ึงใชกฎกําลังสองของ
มอสทรานซิสเตอร โดยโครงสรางของวงจรจะประกอบดวยสองสวนหลัก คือ วงจรกําลังสอง 
และสวนท่ีสอง คือ วงจรรากท่ีสอง ซ่ึงวงจรจะอาศัยคุณสมบัติของมอสทรานซิสเตอรท่ีมีการ
ทํางานในชวงอิ่มตัว มาเปนพื้นฐานในการสรางวงจร โดยวงจรออกแบบใหทํางานในโหมด
แรงดัน ใชแหลงจายไฟเลี้ยงต่ําเพียง ±1.5 โวลต ผลการเลียนแบบการทํางานถูกแสดงโดยใช

โปรแกรม PSpice และใช CMOS เทคโนโลยี 0.5 μm. ของ  MOSIS” 

 
EL-05 เวลา 13:50-14:10 น. 
A Current-mode Multiplier/Divider Employing Only Single Dual-Output 
Current Controlled CDTA 
Winai Jaikla Montree Siripruchyanun  
“This paper reviews a circuit, which is analog multiplier/divider using merely single Dual-
Output Current Controlled Current Differencing Transconductance Amplifiers (DO-
CCCDTA). The proposed circuit can function as a four-quadrant multiplier and two-
quadrant divider without changing a circuit topology. A constant value of multiplication and 
division can be controlled via an input bias current. Without any external passive element 
requirements and using only single DO-CCCDTA, the proposed circuit is suitable to 
fabricate in IC. The circuit performances are depicted trough PSPICE simulations, they show 
good agreement to theoretical analysis.” 
 

EL-06 เวลา 14:10-14:30 น. 
วงจร CDBA แรงดันไฟเล้ียงตํ่าแบบใชทรานซิสเตอรชนิด NPN และการประยุกตใชงาน 
วิศว สวางอารมณ วรพงศ ตั้งศรีรัตน วัลลภ สุระกําพลธร 
“บทความนี้นําเสนอการออกแบบวงจร  CDBA (Current Differencing Buffered Amplifier) 
โดยใชไบโพลารทรานซิสเตอรชนิด NPN เพียงชนิดเดียว  ภายใตหลักการทํางานของวงจร
ผลตางกระแสและวงจรตามแรงดัน วงจรท่ีนําเสนอสามารถทํางานไดท่ีแรงดันไฟเล้ียงเทากับ 
?1V และยังไดนําเสนอวงจรกรองสัญญาณโหมดกระแสแบบไบควอดราทิกโดยใชวงจร 
CDBA ท่ีนําเสนอจํานวน 3 ตัว  ตัวตานทานจํานวน 5 ตัว  และตัวเก็บประจุตอเทียบกราวด
จํานวน 2 ตัว โดยสามารถสังเคราะหฟงกชันกรองสัญญาณไดครบทุกรูปแบบปราศจากการ

เปลี่ยนรูปแบบของวงจร  และคาความถี่เชิงมุมธรรมชาติ ( o) และคาแบนดวิท (BW) ของ

วงจรยังสามารถแปรคาไดอยางอิสระปราศจากผลกระทบตอกัน  ผลการจําลองการทํางานของ
วงจรโดยใชโปรแกรม PSPICE แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะของวงจรวาเปนไปตามทฤษฎีท่ีได
นําเสนอ”    
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EL-2 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2550 เวลา 14:50 น. – 16:50 น. 

หอง : Guilin A 
ประธานกลุมยอย : รศ.ดร. เอกชัย แสนอิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
EL-07 เวลา 14:50-15:10 น. 
วงจรตรวจจับความถี่ของสัญญาณรูปไซนอยางฉับพลัน 
อนุรี หลอสวัสดิ์ศิริ  วินยั ศิลารวม  นฤมล เกียรติวารินทร  วรรณญา งามขํา  จริยา วงศเตชธรรม 
“บทความนี้นําเสนอวงจรตรวจจับความถ่ีของสัญญาณรูปไซนในโหมดกระแสท่ีประกอบดวย
วงจรอนุพันธ วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นและวงจรทรานสลิเนียรท่ีทําการถอดรากท่ีสอง 
การคูณและการรวมสัญญาณในวงจรเดียวกัน โดยวงจรที่นําเสนอตรวจจับความถ่ีไดอยาง
ฉับพลันและใหผลตอบสนองเปนเชิงเสนกับความถี่ของสัญญาณอินพุตในชวงความถี่ ถึง 
นอกจากนี้วงจรใชเพียงอุปกรณแบบแอคทีพเทานั้น ท้ังยังสามารถปรับคาความไวของวงจรดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได การทดสอบการทํางานของวงจรดวยคอมพิวเตอรไดผลสอดคลอง
ตามหลักการทางทฤษฎีเปนอยางดี” 
 

EL-08 เวลา 15:10-15:30 น. 
วงจรถอดรากที่สองโหมดกระแสที่ปราศจากผลกระทบตออุณหภูมิโดยใชโอทีเอ 
ดนุชา ประเสริฐสม ทัตยา ปุคคละนันทน วรพงศ ตัง้ศรีรัตน 
“บทความนี้ไดนําเสนอวงจรถอดรากที่สองโหมดกระแสท่ีปราศจากผลกระทบตออุณหภูมิโดย
ใชโอทีเอเปนอุปกรณแอคทีฟหลัก  วงจรท่ีนําเสนอประกอบดวยโอทีเอจํานวน 4 ตัว ปราศจาก
การตอรวมกับอุปกรณพาสซีฟภายนอก  และสามารถปรับคาอัตราการขยายกระแสของวงจร
ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดยการปรับคากระแสไบอัสของโอทีเอ  คุณสมบัติในการทํางาน
ของวงจรท่ีนําเสนอนั้นสามารถยืนยันไดดวยผลการจําลองการทํางานโดยใชโปรแกรม 
PSPICE” 

 
EL-09 เวลา 15:30-15:50 น. 
วงจรถอดรากที่สองและวงจรยกกําลังสองที่ใช  CCCIIs 
วิจิตรา เพ็ชรกิจ  วิภาวัลย นาคทรัพย  จักรกฤษณ อาทิตยต้ัง  จริยา วงศเตชธรรม   
วิภา แสงพิสิทธ 
“บทความน้ีเสนอ วงจรถอดรากท่ีสอง และวงจรยกกําลังสองของสัญญาณอนาลอก ท่ี
ทํางานในโหมดกระแส สรางขึ้นโดยใชวงจรสายพานกระแสรุนท่ีสองท่ีควบคุมดวย
กระแส โดยแตละวงจรใชวงจรสายพานกระแสท่ีควบคุมดวยกระแสเพียงสองชุด และ
ไมตองใชอุปกรณพาสซีฟ วงจรมีโครงสรางท่ีงาย ใชอุปกรณนอย  และเหมาะกับการ
นําไปสรางเปนวงจรรวม  นอกจากน้ันวงจรท่ีเสนอยังใหผลการทํางานท่ีเปนอิสระตอ
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ อีกท้ังยังสามารถปรับอัตราการขยายของวงจรโดยการ
ปรับคากระแสไบอัสได ผลการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม  Pspice 
ใหผลสอดคลองกับการวิเคราะหทางทฤษฎีดวยดี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL-10 เวลา 15:50-16:10 น. 
วงจรเรียงสัญญาณเต็มคล่ืนโหมดกระแสแบบแมนยําและมีอิสระจากอุณหภูมิโดยใช 
CCCDTA ที่ควบคุมดวยกระแส 
ภมร ศิลาพันธ  วินัย ใจกลา  ไชยยันต ชนะพรมมา  มนตรี ศิริปรัชญานันท 

“บทความนี้นําเสนอวงจรเรียงสัญญาณเต็มคล่ืน โหมดกระแสแบบแมนยําสูงโดยใช 

CCCDTA ลักษณะเดนของวงจรท่ีนําเสนอคือ สามารถเรียงสัญญาณกระแสโดยใหความ
แมนยําสูงเนื่องจากไมมีกระแสออปเซ็ต ขนาดกระแสเอาตพุตเปนอิสระตออุณหภูมิ และ
สามารถรองรับสัญญาณกระแสอินพุตไดในยานกวาง อีกท้ังยังสามารถควบคุมทิศทางของ
กระแสเอาตพุต ใหเปนสัญญาณดานบวกหรือดานลบได ดวยกระแสไบแอสวงจรโดยไมตอง 
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมโครงสรางของวงจรแตอยางใด สําหรับโครงสรางของวงจร
ประกอบดวยเพียง CCCDTA จํานวนเพียง 2 ตัว โดยปราศจากอุปกรณพาสซีฟภายนอก ผลการ
ทดสอบสมรรถนะผานการจําลองดวย PSPICE พบวาวงจรที่นําเสนอ สามารถรองรับการ
ทํางานท่ียานอินพุตไดกวางจาก -1mA ถึง 1mA อยางเปนเชิงเสนท่ีแหลงจาย ±3โวลต และ
สามารถทํางานท่ีแหลงจายแรงดันตํ่า ±1.5 โวลต อีกท้ังพบวาสามารถทํางานไดในยานความถี่
สูงถึงระดับเมกะเฮิรต อัตราบริโภคกําลังไฟฟามีคาเทากับ 514  μW” 
 

 
EL-11 เวลา 16:10-16:30 น. 
Current-Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier 
(CCCCTA): A Building Block for Analog Signal Processing 
Montree Siripruchyanun  Matheepot Phattanasak Winai Jaikla  

“This article presents a basic current-mode building block for analog signal 
processing, namely the currentcontrolled current conveyor transconductance 
amplifier (CCCCTA). Its parasitic resistance at the current input port can be 
controlled by an input bias current. It is very suitable for use in a current-mode 
signal processing, which is continually more popular than voltage-mode. The 
proposed element is realized through bipolar technology and examined in PSPICE 
simulations, displaying the usabilities of the new active element. The parasitic 
resistance and transconductance can be linearly tuned from 2-3.15kΩ and 0.03-
23.02mS, respectively. The CCCCTA performs tuning over a wide current range. In 
addition, some examples as a current-mode universal biquad filter and a grounded 
inductance simulator are included. They occupy only a single CCCCTA” 
 

EL-12 เวลา 16:30-16:50 น. 
วงจรเล่ือนเฟสโหมดกระแสที่ใชเพียงอุปกรณแอคทีฟ 
วิภาวัลย นาคทรัพย   แสงระวี บัวแกว   วิภา แสงพิสิทธ์ิ  วิจิตรา เพ็ชรกิจ  จักรกฤษณ อาทิตยตั้ง  
“บทความนี้นําเสนอวงจรเลื่อนเฟสโหมดกระแสท่ีใชเพียง อุปกรณแอคทีฟเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณพาสซีฟภายนอก วงจรท่ีนําเสนอประกอบข้ึนดวยออปแอมปหนึ่งตัว
และวงจรสายพาน กระแสรุนท่ี 2 ท่ีควบคุมดวยกระแส (CCCII) สองตัว สามารถใหกระแส ได
สองเอาตพุตท่ีเปนอิสระจากอุณหภูมิ ซ่ึงมีขนาดเทากับขนาดของ กระแสอินพุต ในขณะท่ีเฟส
ของเอาตพุตสามารถทําใหเลื่อนเฟสได โดยงายดวยการปรับคากระแสไบแอสของวงจร 
CCCII โดยเอาตพุตหนึ่ง เล่ือนในลักษณะเฟสนําและอีกเอาตพุตหนึ่งเล่ือนในลักษณะเฟสตาม 
เปรียบเทียบกับเฟสของกระแสอินพุต ผลการจําลองการทํางานดวย คอมพิวเตอรสอดคลองกับ
ผลของการวิเคราะหเชิงทฤษฎีเปนอยางดี”  



EL-3 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 8:30 น. – 10:10 น.  

หอง : Guilin A  
ประธานกลุมยอย : ดร. ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 
EL-13 เวลา 8:30-8:50 น. 
วงจรกรองความถี่รูปแบบกระแสโดยใชอุปกรณแอคทีฟจํานวนนอยเพียงอยางเดียว
ดวยหลักการของอินทีเกรเตอรแบบสูญเสียและไมสูญเสีย 
พรพิมล ฉายแสง  พพิฒัน พรหมมี  มนตรี สมดุลยกนก  กอบชัย เดชหาญ 
“บทความนี้ไดนําเสนอ วงจรกรองความถี่หลายหนาท่ีรูปแบบกระแสโดยหลักการของสมการ
ไบควอตเดรตริก สังเคราะหดวยอินทีเกรเตอรชนิดไมมีการสูญเสีย และ มีการสูญเสียอยางละ 
1 ตัว ซ่ึงการสังเคราะหวงจรจากหลักการขางตน จะใชเพียงอุปกรณโดยใหนอยท่ีสุดและ เปน
อุปกรณแอคทีฟเทานั้น วงจรท่ีนําเสนอสามารถทําหนาท่ีเปนตัวกรองความถ่ีต่ําผาน ตัวกรอง
ความถ่ีสูงผาน ตัวกรองความถี่ท่ีตองการผาน และ ตัวกรองความถี่ท่ีตองการออก อุปกรณแอค
ทีฟท่ีใชในวงจรกรองที่นําเสนอสรางข้ึนดวยเทคโนโลยีซีมอส อาทิ วงจรซีมอสโอทีเอหลาย
เอาทพุท (CMOS Multiple-Output OTA: CMOS MO-OTA) และ ซีมอสออปแอมป (Opamp) 
วงจรท่ีนําเสนอจะสามารถปรับคาความถี่ตอบสนอง (P) ไดโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส โดยการปรับ
คาความนําของ OTA หรือ แรงดันไฟเล้ียงของความตานทานอิเล็กทรอนิกส โดยคุณสมบัติ
ของวงจรสามารถยืนยันการทํางานไดเปนอยางดีดวยโปรแกรม PSpice” 
 

EL-14 เวลา 8:50-9:10 น. 
CCCDTA-Based Filtillator (Filter and Oscillator) 
Phamorn Silapan Tanan Srisakul Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun  
“A circuit which can function both as quadrature oscillator and as a universal biquad filter 
(lowpass, highpass, and bandpass) is introduced in this paper. Working as quadrature 
oscillator, the oscillation condition and oscillation frequency can be adjusted independently 
with the input bias currents. Functioning as a universal biquad filter, the quality factor and 
natural frequency can be tuned orthogonally via the input bias currents. The proposed circuit 
can work as either a quadrature oscillator or a universal biquad filter without changing 
circuit topology. The proposed circuit description is very simple, consisting of merely 2 
Current Controlled Current Transconductance Amplifiers (CCCDTAs) and 2 grounded 
capacitors. Without any external resistors and using only grounded elements, this circuit is 
thus suitable for IC architecture. The PSPICE simulation results are depicted, and the given 
results agree well with the theoretical anticipation. The maximum power consumption is 
approximately 1.64mW at ±1V power supply voltages.” 

EL-15 9:10-9:30 น. 
การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาที่มีการแผกระจายความถี่ดวยเปอรเซ็นคงที่ 
พีรจิตร ภาสุภัทร 
“ในการทํางานรวมกันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ มักจะเกิดปญหาการรบกวนกันของ
สัญญาณ ท่ีเรียกวา EMI (electromagnetic interference) และผลของEMIจะมากข้ึนตามความถี่ 
ปญหาดังกลาวจึงนับวาเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันท่ีวงจร
อิเล็กทรอนิกสตางๆทํางานท่ีความถ่ีสูง ซ่ึงวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดผลของการรบกวนของ
สัญญาณไดก็คือการกระจายความถี่ของสัญญาณ โดยการใชสัญญาณนาฬิกาท่ีมีการแผกระจาย
ความถี่ (spread spectrum clock) ซ่ึงสามารถลดทอนผลของการรบกวนสัญญาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในบทความน้ีจะเสนอการออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาท่ีมีการแผ
กระจายความถ่ีดวยเปอรเซ็นตการแผกระจายความถ่ีท่ีคงท่ีใมข้ึนกับความถี่การใชงาน เพื่อให
ไดอัตราการลดทอนท่ีคงท่ี” 
  
EL-16 9:30-9:50 น. 
วงจรแปลงดิจิตอลเปนอนาล็อก ซีมอสแบบแผออก 
เทิดพันธุ ชูกร  จิรยุทธ มหัทธนกุล  อภิศักดิ ์วรพิเชฐ 
“วงจรแปลงดิจิตอลเปนอนาล็อก (DAC) แบบแผ (Expanding) ตามกฎของ u ท่ีใชในปจจุบัน
เปนแบบกําหนด u คงท่ีคือเทากับ 255 เพื่อเพิ่มความคลองตัวในงานประมวลสัญญาณเสียงพูด 
บทความนี้จึงไดนําเสนอโครงสรางของวงจร DAC แบบแผพรอมเทคนิคการแปลงท่ีสามารถ
ปรับคา u ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส วงจรท่ีนําเสนอสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ
วงจรแปลงอนาล็อกเปนดิจิตอล (ADC) แบบประมาณคาตามลําดับข้ัน (Successive 
Approximation) ท่ีมีคุณลักษณะการแปลงแบบบีบอัด การออกแบบมีการใชงานมอสเฟตใน
สภาวะการผันแปรอยางออน (Weak Inversion) ทําใหวงจรมีการกินกําลังงานต่ํา” 
 

EL-17 เวลา 9:50-10:10 น. 
A High-output impedance Current-Mode Quadrature Oscillator Using DO-
OTAs and DO-CCII 
Winai Jaikla  Montree Siripruchyanun  
“This article presents a quadrature oscillator using dual-output OTAs (DO-OTAs) and dual-
output secondgeneration current conveyor (DO-CCII) as active elements. The oscillation 
condition and oscillation frequency can be electronically/orthogonally controlled via input 
bias currents. The circuit description is very simple, consisting of merely 3 DO-OTAs, 1 
CCII, and 2 grounded capacitors. Without any external resistors and using only grounded 
elements, the proposed circuit is then suitable for IC architecture. The proposed circuit due 
to high output impedances enable easy cascading in current-mode. The PSPICE simulation 
results are depicted, and the given results agree well with the theoretical anticipation. The 
power consumption is approximately 3.38mW at ±1.5V supply voltages.” 



EL-4 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 10:30 น. – 12:10 น.  

หอง : Guilin A  
ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร. พินิจ กําหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
EL-18 เวลา 10:30-10:50 น. 
คุณสมบัติของวงจรแปลงอิมพิแดนซคาลบที่ทําจากทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร 
ซีมอส และไบซีมอสและการประยุกตเปนวงจรกรองผานตํ่าแบบแอลซีซิมิวเลชัน 
เฉลิมพงษ ขันเงิน  เสริมศักดิ ์เอื้อตรงจิตต  กิติ ลิขิตอนุรักษ 
“บทความนี้นําเสนอผลของการตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรแปลงอิมพิแดนซคาลบ(NIC)ท่ี
สรางข้ึนโดยใชเทคโนโลยีไบโพลาร เทคโนโลยี CMOS และเทคโนโลยี BiCMOS  ซ่ึงอยูใน
บทความ [5], [6] และ [7] ตามลําดับ  และนําวงจรท้ังสามแบบประยุกตเปนวงจรกรองผานต่ํา
แบบ LC ซิมิวเลชันโดยมีจุดคัตออฟท่ี 5.5 [MHz]  จากการทดสอบโดยใชโปรแกรม PSpice   
พบวาการตอบสนองของวงจรกรองท่ีทําจาก NIC แบบ CMOS และ BiCMOS ใหการ
ตอบสนองท่ีดีกวาวงจรแบบไบโพลาร   แตหากใชเทคโนโลยีไดอิเล็กทริกไอโซเลชันผลิต
ทรานซิสเตอรแบบ pnp ใหมีคุณสมบัติสมพงษ(matched)กับทรานซิสเตอรแบบ  npn วงจร
กรองท่ีทําจาก NIC แบบไบโพลารกลับใหการการตอบสนองคอนขางดีและใกลเคียงกับการ
ตอบสนองของวงจรกรองแบบพาสซีฟมากท่ีสุด” 
 

EL-19 เวลา 10:50-11:10 น. 

วงจรกรองสัญญาณไบควอดเอนกประสงคโหมดกระแส ที่ปรับคา และ Q ได

อยางอิสระ โดยใชวงจร DO-OTAs 
0ω

ปรัชญา มงคลไวย ทัตยา ปุคคละนันทน วรพงศ ตั้งศรีรัตน 
“บทความนี้เปนการนําเสนอวงจรกรองสัญญาณไบควอดเอนกประสงคทํางานในโหมด
กระแสแบบสองอินพุต สองเอาตพุตโดยใชวงจรขยายคาความนําแบบสองเอาตพุตหรือวงจร 
DO-OTA จํานวนส่ีตัว และตัวเก็บประจุตอเทียบกราวดจํานวนสองตัว วงจรท่ีนําเสนอมีความ

นาสนใจคือ สามารถปรับคาความถี่เชิงมุมธรรมชาติ ( ) และตัวประกอบคุณภาพ (Q )ได

อยางอิสระ สามารถสังเคราะหฟงกชันกรองสัญญาณไบควอดราทิกไดครบทุกรูปแบบ และมี
คาความไวตอการเปลี่ยนแปลงอุปกรณแอคทีฟและอุปกรณพาสซีฟท่ีต่ํา ผลการจําลองการ
ทํางานของวงจรโดยใชโปรแกรม PSPICE แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของวงจรท่ีนําเสนอวา
เปนไปตามหลักการทางทฤษฎี” 

0ω

 
El-20 เวลา 11:10-11:30 น. 
A Cascadable Current-mode Universal Biquadratic Filter Using DO-CCCDBAs  
Totsaporn Nakyoy  Winai Jaikla  Montree Siripruchyanun  
“This article presents a current-mode universal biquadratic filter (low-pass, high-pass, band-
pass functions), based on Dual-output Current Controlled Current Differencing Buffered 
Amplifiers (DOCCCDBAs). The features of the circuit are that: the quality factor and pole 
frequency can be tuned orthogonally via the input bias currents: the circuit description is 
very simple, consisting of merely 3 DO-CCCDBAs and 2 grounded capacitors. Without any 
external resistors, without requiring component matching conditions, and using only 
grounded elements, the proposed circuit is very appropriate to further develop into an 
integrated circuit. Moreover, the proposed circuit enables easy cascading in current mode, 
due to high output impedances. The PSPICE simulation results are depicted. The given 
results agree well with the theoretical anticipation. The power consumption is approximately 
2.86mW at ±1.5V power supply voltages” 

 

EL-21 เวลา 11:30-11:50 น. 
การออกแบบวงจรกรองความถี่รูปแบบกระแสปรับคาคุณภาพไดกวางอยางเปนอิสระ
โดยใช OTA-C 
สรรค สุดแกว  มนตรี สมดุลยกนก  กฤษณ อางแกว  พพิัฒน พรหมมี 
“บทความนี้ไดนาํเสนอ วงจรกรองความถ่ีหลายหนาท่ีรูปแบบกระแสโดยหลักการการลูปกลบั
ของอินทีเกรเตอร 2 ชนิด คือ อินทีเกรเตอรแบบสูญเสีย และ ไมสูญเสีย ซ่ึงจะไดผลลัพธอยูใน
รูปของสมการไบควอตเดรติก ซ่ึงการสังเคราะหวงจรจากหลักการขางตนจะใชวงจรขยาย
ความนําชนิดหลายเอาทพุท (MO-OTA) 2 ตัว และ ตัวเก็บประจุ 3 ตัว โดยวงจรอนิทีเกรเตอร
แบบมีการสูญเสียนั้นจะใชตัวเก็บประจุสองตวั ซ่ึงดวยหลักการที่นาํเสนอนี้ยังนาํเสนอการ
ปรับคาปรับคาคุณภาพ (QP) ท่ีเปนอิสระจากคาความถี่ตอบสนอง และ กวางเทาท่ีตองการ ดวย
การปรับคาตัวเก็บประจุ และ ปรับคาทางอิเล็กทรอนิกสโดยการปรับคาอัตราการขยายของ 
OTA สวนการปรับคาความถี่ตอบสนอง (�P) สามารถไดโดยวิธีอิเล็กทรอนิกสโดยการปรับ
คาเกนของ OTA นอกจากนั้นยังสามารถใหคุณสมบัติตัวกรองตางๆ ไดอยางครบถวน เชน ตวั
กรองความถ่ีต่าํผาน ตัวกรองความถี่สูงผาน ตัวกรองแถบความถ่ีท่ีตองการผาน และ ตัวกรอง
แถบความถี่ท่ีตองการออก โดยไมตองปรับเปล่ียนรูปแบบวงจร ซ่ึงคุณสมบัติท้ังหมดของวงจร
สามารถยืนยันการทํางานไดเปนอยางดดีวยโปรแกรม PSpice 
 

EL-22 เวลา 11:50-12:10 น. 
การหาจุดทํางานกระแสตรงทั้งหมดโดยใชวิธีนิวตันแบบชวงทีละองคประกอบ ”
ปฏิญญา พรโสภิณ  เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต 
“บทความนี้นําเสนอการประยุกตวิธีนิวตันแบบชวงทีละองคประกอบ (CIN) [1] ในการหาจุด
ทํางานกระแสตรงท้ังหมดของวงจรไมเชิงเสน วิธี CIN ปรับปรุงมาจากวิธีนิวตันแบบชวง [2,3] 
โดยลดจํานวนการคํานวณเมทริกซผกผัน นอกจากนี้ในบทความนี้ไดเสนอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของวิธี CIN โดยนําเทคนิคการลดขนาดชวงคนหาและการทดสอบดวยการ
โปรแกรมเชิงเสน[4] จากผลการทดสอบพบวาเทคนิคดังกลาวสามารถลดเวลาในการคํานวณ
ลงได เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีนิวตันแบบชวง” 
 
 

 



EL-5 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 13:00 น. – 15:00 น.  

หอง : Guilin A  
ประธานกลุมยอย : ดร. วีรนุช เสง่ียมศักด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
EL-23 เวลา 13:00-13:20 น. 
ความลึกในการเจือสารและความตานทานเชิงแผน ในการยิงฝงประจุอารซินิกสเพ่ือ
สรางซอส-เดรน สําหรับซีมอสขนาดเกท 0.8  ไมครอน 
มนตรี แสนละมูล  การุณ แซจอก  ชาญเดช หรูอนันต  วิสุทธ์ิ ฐิติรุงเรือง  อัมพร โพธ์ิใย 
“บทความนี้นําเสนอคาความตานทานเชิงแผน (Rs) และคาความลึกในการเจือสาร (Xj) ไอออน
อารซินิกส (75As+) ดวยวิธีการยิงฝงประจุ  75As+  ท่ีพลังงาน 30 ถึง 70 กิโลอิเล็กตรอนโวลต 
(keV) ปริมาณสารเจือ  4.5 x1015 ถึง  6.0x1015 cm-2 บนแผนเวเฟอร จากนั้นแอนนีล ท่ี

อุณหภูมิสูง 900 °C เปนเวลา 40 นาที นําผลท่ีไดจากการวัดคา มาทําการเปรียบเทียบกับผล
การจําลองแบบการสรางโดยโปรแกรม TSUPREM – 4 จากผล การจําลองแบบการสรางพบวา 
การเจือสาร 75As+  ท่ีเหมาะสมในการสรางซอส-เดรนสําหรับซีมอสขนาดเกต 0.8 ไมครอน 

คือคา Rs ประมาณ 61 Ω/� และ Xj ประมาณ 44 μm ซ่ึงจากการสรางจริงพบวา มีคา Rs 

ประมาณ 59.42 Ω/� และ Xj ประมาณ 0.42 μm ซ่ึงคา Rs ในการสรางจริงมีคานอยกวาการ
จําลองแบบการสรางประมาณ 2.59% และ Xj มีคานอยกวาประมาณ 4.55% และพบวาท่ี
เงื่อนไขตางๆ มีคา Rs และคา Xj ท่ีแตกตางกันไป แตคาท่ีไดมีคาแตกตางกันในระดับท่ีนอย

มาก ดังนั้นเราสามารถสรางเอ็นซอส-เดรน สําหรับซีมอสขนาดเกต 0.8 μm ได” 
 

EL-24 เวลา 13:20-13:40 น. 
การศึกษาการสรางไมโครเลนสโดยเทคนิคโฟโตลิโธกราฟแบบเกรยสเกล 
จิรวัฒน จันตะวงค  นิธิ อัตถ ิ ชูพงษ ภาคภูมิ  สุรศักดิ์ เนียมเจริญ  กฤษฎา เสียงแจว 
“กระบวนการถายแบบลายวงจรแบบเกรยสเกล (Gray scale lithography, GSL) จัดเปน
กระบวนการท่ีสําคัญท่ีใชในการสรางโครงสรางจุลภาคสามมิติบนชั้นฟลมน้ํายาไวแสง โดย
สามารถสรางโครงสรางท่ีมีผนังลายวงจรท่ีไมตั้งตรง (non-vertical sidewall profile) เชน 
รูปรางแบบโคงเวา ลาดเอียงหรือแบบข้ันบันได โดยโครงสรางจุลภาค 3 มิตินี้สามารถนําไป
ประยุกตใชงานกับอุปกรณเคร่ืองจักรกลไฟฟาจุลภาค (Micro-Electro Mechanical System, 
MEMs) ได ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชเทคนิค GSL ในการสรางไมโครเลนสชนิดนูนขนาด
เสนผานศูนยกลาง 45 ไมครอน โดยปรับเปล่ียนระดับความหนาชั้นฟลมน้ํายาไวแสงจํานวน 
12 ระดับ ดวยกระบวนการถายแบบลายวงจรและกระบวนการกัดเพียงครั้งเดียว และสามารถ
ปรับปรุงพื้นผิวของโครงสรางจุลภาค 3 มิติ ไดดวยการใหความรอนแกชั้นฟลมน้ํายาไวแสง
ภายหลังการลางลายวงจร ซ่ึงเทคนิค GSL นี้สามารถนําไปประยุกตใชในการสรางโครงสราง
จุลภาครูปรางอื่นๆ ท้ังนี้เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายได” 

 
EL-25 เวลา 13:40-14:00 น. 
Excitation-Power and Temperature-Dependent Optical Properties of Binary 
Quantum Dots 
Nan Thidar Chit Swe Suwaree Suraprapapich Chanin Wissawinthanon Somsak Panyakeow 
“We present optical properties of binary quantumdot (bi-QD) molecules by means of 
temperature- and excitation-power-dependent photoluminescence (PL) spectroscopy. We 
observed that the shape and peak position of the PL spectra changed with the temperature 
and excitation power. We also found that the polarization degree of bi-QD PL signal 
changed with temperature. The temperature-dependent PL described that the polarization 
degree of bi-QDs is closely related to the carrier dynamics.” 

 

EL-26 เวลา 14:00-14:20 น. 
ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและขนาดของควอนตัมเซลลูลาออโตมาตาชนิด GaAs 
และ InAs 
กาญจนวิทย แหยงกระโทก  ทรงพล กาญจนชชูัย 
“ผลการจําลองการสงขอมูลหรือสถานะโพลาไรซผานโครงสรางควอนตัมเซลลูลาออโตมาตา 
(QCA) สองเซลลหนวยท่ีวางติดกันพบวา ย่ิงขนาดของควอนตัมดอต (QD) และ QCA มีขนาด
ลดลงความสามารถในการสงสถานะโพลาไรซจะดีข้ึน และจะดีย่ิงข้ึนไปอีกเม่ือมีการลด
อุณหภูมิขณะทํางานลง นอกจากนี้ยังพบอีกวาวัสดุท่ีมีคา relative permittivity ต่ํา (เชน GaAs 
เม่ือเทียบกับ InAs) จะสามารถนํามาสรางเปน QCA ไดดีกวา อยางไรก็ตาม การท่ีจะสราง 
QCA และนํามาใชท่ีอุณหภูมิหอง (300 K) ไดนั้น จําเปนจะตองใช QD ท่ีมีขนาดเล็กในระดับ
อะตอม ทําใหเทคนิคการสรางควอนตัมดอตสารก่ึงตัวนําท่ัวไป เชน เทคนิคการปลูกผลึกแบบ
โมเลกุลไมสามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาวได” 
 

EL-27 เวลา 14:20-14:40 น. 
แมกนีโตทรานซิสเตอรตรวจจับสนามแมเหล็กแนวด่ิงและแนวนอน 
เจริญมิตร วรเดช  เติมพงษ เพ็ชรกูล  ชนะ ลีภัทรพงศพันธ  นริชพันธ เปนผลดี  วีระ เพ็งจันทร  
วุฒินันท เจียมศักดิ์ศิริ  ชาญเดช หรูอนันต  อัมพร โพธ์ิใย 
“บทความนี้นําเสนอแมกนีโตทรานซิสเตอรในการตรวจจับสนามแมเหล็กในทิศทางแนวดิ่ง 
(BZ) และแนวนอน (BY) ซ่ึงโครงสรางอาศัยเทคนิคการยิงฝงประจุเพื่อสรางข้ัว อิมิตเตอร, 
คอลเลคเตอร และเบส สามารถตรวจจับสนามแมเหล็กไดโดยอาศัยความแตกตางระหวาง
พาหะท่ีรวมตัวในเบสเปนกระแสเบสกับพาหะเบ่ียงเบนสะสมที่คอลเลคเตอรเปนกระแส
คอลเลคเตอร (ΔICB) จากการศึกษาทดลองท่ีปริมาณสารเจือในการยิงฝงประจุ 3×1015, 
5×1015 และ 1×1016 ions/cm2   พบวาท่ีกระแสอิมิตเตอร 5 mA ปริมาณสารเจือ 3×1015 
ions/cm2   ไดคาความไวสัมบูรณในการตรวจจับสนามแมเหล็กแนวดิ่ง 0.17 mV/mT และ
ทิศทางสนามแมเหล็กแนวนอน 0.2 mV/mT มีความเปนเชิงเสนดี” 
 

EL-28 เวลา 14:40-15:00 น. 
การทดสอบทรานสดิวเซอรความดันแบบเปยโซรีซีฟทีปที่มีโพลีซิลิคอนเปน
ไดอะแฟรม เพ่ือหาคาความไวในการตอบสนองและคาฮิสเตอริซีส 
นภาพร ธํารงวัฒนชัย วิสุทธ์ิ ฐิติรุงเรือง อัมพร โพธ์ิใย การุณ แซจอก เอกลักษณ เชาววิชารัตน 
“บทความวิจัยนี้จะกลาวถึงการทดสอบทรานสดิวเซอรความดันแบบเปยโซรีซีฟทีปโดยมีโพลี
ซิลิคอนเปนไดอะแฟรม ซ่ึงไดอะแฟรมมีพื้นท่ีหนาตัด 100×100 μm2 และมีความหนาท่ี 1.5 
μm เพื่อดูความไวในการตอบสนอง (sensitivity) และคาฮีสเตอริซีส (hysteresis) ของ
ทรานสดิวเซอรความดัน โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันต้ังแต 0-50 kPa ซ่ึงเราจะทําการ
ทดลองกับทรานสดิวเซอรท้ังหมด 5 ตัวดวยกันและทรานสดิวเซอรท้ัง 5 ตัวนี้มีลักษณะ
โครงสรางเปนโครงสรางแบบเดียวกันท้ังหมด จากผลการทดลองทําใหเห็นวาความไวในการ
ตอบสนองของทรานสดิวเซอรโดยเฉลี่ยจะอยูท่ีประมาณ 0.2 mV/kPa และฮีสเตอริซีสโดย
เฉลี่ยจะอยูท่ีประมาณ 1%” 
 
 



EL-6 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 15:20 – 17:20 น.  

หอง : Guilin A  
ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร. พินิจ กําหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
EL-29 เวลา 15:20-15:40 น. 
การศึกษาคาความตานทานเชิงแผนและความลึกการเจือสาร ในการยิงฝงประจุโบรอน
ไอออนจากพลาสมา BF3  
มนตรี แสนละมูล  การุณ แซจอก  ชาญเดช หรูอนันต  วิสุทธ์ิ ฐิติรุงเรือง  อัมพร โพธ์ิใย 
“บทความนี้นาํเสนอการศึกษาชนิดอะตอมมิกสนัมเบอรไอออน (Atomic Mass Unit: AMU) 
โบรอน (AMUB) จากการแตกตัวเปนพลาสมา โดยปฏิกิริยาระหวางกาซโบรอนไตรฟลูออไรด 
(BF3) กับอิเล็กตรอน จากนั้นคัดเลอืกไอออนโบรอนมาทําการยิงฝงประจุ เพื่อศึกษาคาความ
ตานทานเชงิแผนและความลึกในการเจือสาร โดยทําการปรับเปลี่ยนพลังงานในการยิงฝงประจุ
ในชวง 45-140 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ลงบนแผนเวเฟอร จากนั้นทําการแอนนีลท่ีอุณหภูมิ 900 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  ผลการทดลองทําใหทราบวาการยิงฝงประจุท่ีมี AMU มาก 
ทําใหคาความตานทานเชิงแผนมากข้ึน เนื่องจากมีระยะความลึกในการเจือสารตื้น ในขณะท่ี
พลังงานมากข้ึน คาความตานทานเชิงแผนนอยลง เนือ่งจากมีความลึกมากข้ึนนั้นเอง ดังนั้นใน
การเลือกไอออนโบรอนในการยงิฝงประจุจึงเลือกยิงฝงประจุไอออน 49(BF2)

+ เม่ือตองการ
ความลึกต้ืน และ 11B+ เม่ือตองการความลึกมาก การทดลองดังกลาวจะนาํมาใชในกระบวน 
การสรางอุปกรณสารก่ึงตัวนาํท่ี TMEC ตอไป” 
 

EL-30 เวลา 15:40-16:00 น. 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟลมนํ้ายาไวแสงบนกระจก
ตนแบบขนาด 6x6 น้ิว ดวยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ 
รติพร ม่ันพรหม  นิธิ อัตถ ิ พีระพงศ ตริยเจริญ  วุฒินันท เจียมศักดิ์ศิริ  ชาญเดช หรูอนันต  
อัมพร โพธ์ิใย 
“งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับตัวแปร 8 ตัว ในการเคลือบน้ํายาไวแสงชนิดบวก 
Shipley S1805 ดวยวิธีการหมุนเคลือบบนกระจกตนแบบขนาด 6x6 นิ้ว โดยใชวิธีการ
ออกแบบการทดลองดวย วิธีทากูชิแบบ L27 (38) เพื่อลดจํานวนการทดลองจาก 6561 การ
ทดลองเหลือเพียง 54 การทดลอง จากการวิเคราะหแผนภูมิผลกระทบหลักของคา signal-to-
noise ratio (SNR หรือ S/N) พบวาเงื่อนไขท่ีสามารถสรางชั้นฟลมฯน้ํายาไวแสงเบอร Shipley 
s1805 ท่ีมีความหนาและสม่ําเสมอตามท่ีตองการมากท่ีสุด คือ จายน้ํายาไวแสงเปนเวลา 4.5 
วินาที จากนั้นหมุนชิ้นงานท่ีความเร็ว 800 รอบตอนาที เปนเวลา 5 วินาที แลวใชความเรง 500 
รอบตอนาทีตอวินาที ไปท่ีความเร็ว 2000 รอบตอนาท่ีหมุนตอเนื่องเปนเวลา 90 วินาที ท่ีอัตรา
การดูดไอเสีย 300 ปาสคาล แลวอบชิ้นงานท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 วินาที 
ซ่ึงสามารถคํานวณความหนาของชั้นฟลมน้ํายาไวแสงไดคือ 5311±56 อังสตรอมและจากการ
วิเคราะหคาความแปรปรวนพบวา อัตราการจายน้ํายาไวแสงความเร็วรอบสูง และความเรงใน
การหมุนเคลือบเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญตอท้ังความหนาและความสมํ่าเสมอของช้ันฟลม
น้ํายาไวแสงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต” 

 
EL-31 เวลา  16:00-16:20 น. 
กระบวนการโลหะแบบ2ชั้นสําหรับเทคโนโลยีวงจรรวมระดับ 5 ไมโครเมตร 
ทรงพล รอดทอง  ชลินทร สุทธิเนตร  ธีระ  ฤกษมณีวรรณ  เติมพงษ   เพ็ชรกูล 
“บทความนี้เสนอ การสรางฟลมโลหะท่ีเปนแบบ 2 ชั้น เพื่อทําเปนข้ัวโลหะไฟฟา และจุด
เชื่อมตอภายใน สําหรับวงจรรวมในระดับ 5ไมโครเมตร เทคนิคท่ีใชในการพัฒนาคือ การ
สปตเตอร โดยใชวัสดุอลูมิเนียมท่ีมีซิลิคอนผสม 2% (Al-Si (2wt%)) โดยน้ําหนัก เงื่อนไขการ
สปตเตอรท่ีความดัน 2-5x10-3 มิลลิบาร โดยทําการสรางเปนรอยสัมผัสระหวาง
โลหะอลูมิเนียมชั้นท่ี 1 กับโลหะอลูมิเนียมชั้นท่ี 2 ในแบบcontact chain ซ่ึงมี chain ตออนุกรม
กันท้ังหมด 240 ตัว และมี contact 480 contact ทําการวัดท่ี contact chain 1 ตัวกับ 2 contact ได
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันมีความเปนเชิงเสน และไดความตานทาน

ภายใน contact 2 contact ประมาณ 25 ” Ωm

EL-32 เวลา  16:20-16:40 น. 
ความสัมพันธระหวางการเปลงแสงและลักษณะทางกายภาพของควอนตัมดอตชนิด InAs 
ธีรวิฒน ลิ่มวงศ  นิธเดช ธัชศฤงคารสกุล  สมศักดิ์ ปญญาแกว  ทรงพล กาญจนชูชัย 
“บทความวิจัยฉบับนี้ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในควอนตัม
ดอตชนิด InAs ท่ีวัดไดจากการทดลองทางแสง (Photoluminescence) และท่ีไดจากการจําลอง
โครงสรางแบบหนึ่งมิติ และสามมิติ ดวยโปรแกรมจําลองซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีแกสมการ 
Poisson-Schrödinger โดยวิธี finite-element ผลการเปรียบเทียบควอนตัมดอตขนาดตางๆไดผล
แตกตางกันคือ ผลการเปล่ียนแปลงคาความกวางฐานของควอนตัมดอตซ่ึงทําไดเฉพาะในการ
จําลองสามมิติและโครงสรางแบบพีระมิดจะสามารถปรับระดับพลังงานปลดปลอยระดับแรก
สุดใหแตกตางจากแบบหนึ่งมิติ  และเม่ือเทียบกับการทดลองทางแสงจริงๆแลว ท้ังสองแบบนั้น
จําลองดวยขอมูลจากกลองจุลทรรศนแรงอะตอมของชิ้นงานจริงจะยังไมสามารถทํานายผลการ
ทดลองทางแสงไดอยางถูกตอง ตองปรับขนาดไปท่ีสูง 3.5 nm ฐานกวาง 50 nm และ สูง 2 nm 
ฐานกวาง 41.3 nm จึงไดผลใกลเคียงกับผลการทดลองทางแสงจริง” 
 
EL-33 เวลา  16:40-17:00 น. 
การประยุกตใชงานชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนเปนเซ็นเซอรตรวจจับไอของแอลกอฮอล 
สุรศักดิ์ เนียมเจริญ ชินรัตน ออนหวา นรินทร อติวงศแสงทอง วิสุทธ์ิ  ฐิติรุงเรือง 
“ในงานวิจัยนี้ชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนถูกนํามาใชเปนวัสดุสําหรับดูดซับไอระเหยของแอลกอ
ฮอรและเปนสวนตรวจจับของอุปกรณ โดยทําการสราง ณ ท่ีอุณหภูมิหอง โครงสรางของ
อุปกรณประกอบดวย  1.ชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนซ่ึงสรางข้ึนจากซิลิคอนชนิดพี  โดย
กระบวนการแอโนไดซเซชั่นของแผนผลึกซิลิคอน  ในสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก  2.ข้ัว
โลหะอลูมิเนียมซ่ึงถูกสรางข้ึนอยูบนชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนโดยเคร่ืองระเหยสารดวยความ
รอน จากการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ พบวาชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนสามารถ
ตรวจจับไอแอลกอฮอลท่ีมีความเขมขนในชวง 1000-250 ppm  และยังสามารถตรวจจับไอ
สารเคมีตางชนิดกันได เชน ไอน้ํา, ไอเอทานอล, ไอเมทานอล และไอไอโซโพรพวิแอลกอฮอล 
ไดอีกดวย  ดังนั้นจึงเหมาะท่ีจะนําไปประยุกตในงานเก่ียวกับอุปกรณตัวตรวจจับกาซใน
อนาคต”  
 

EL-34 เวลา  17:00-17:20 น. 
Low Field Electron Field Emitter using Vertically Aligned Carbon 
Nanotube Synthesized by Thermal CVD 
A. Wisitsoraat, A. Tuantranont, V. Patthanasettakul and T. Lomas  
“In this work, vertically aligned carbon nanotubes (CNTs) with high aspect ratio have been 
synthesized by thermal chemical vapor deposition for electron field emission applications. 
CNTs were grown by placing the substrate upside down along gravitational field and the 
periodic introduction of acetylene and low concentration water vapor through argon. The 
water vapor concentration and its introduction time are optimized for stackless growth of 
catalyst-removed CNTs. The water vapor concentration of 300 ppm and introduction time of 
3 minutes was found to be an optimum condition. Vertically aligned CNTs of 8- 15 nm in 
diameter and nearly 90 μm long are achieved. Characterization of CNTs by transmission 
electron microscope (TEM) confirms that the CNTs are of good quality with low defects and 
almost catalyst-free. Moreover, the fabricated CNTs have been characterized for electron 
field emission applications. The high aspect ratio CNTs exhibits reproducible low field 
emission with turn-on electric field of ~3 V/μm.”  
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